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[背景] 我々は MOVPE 成長法を用いて GaN/Sapphire 上の InGaN/GaN 多重量子井戸のその場観

察を行っている。各種波長のレーザの散乱を観測することで、表面モフォロジーの観測が可能で

ある。これまで 407 nm のレーザの散乱増加が InGaN 量子井戸の発光特性の悪化と関連している

ことが確認された。本研究では、InGaN/GaN 単一量子井戸を作製し、In/(In+Ga)気相比を変化させ

た時の波長 407 nmの散乱増加と表面モフォロジーの関係、および発光特性への影響を検討した。 

[実験方法] c-サファイア基板上に GaN 低温緩衝層を介して作製した(0001)GaN テンプレートに

MOVPE法を用いて InGaN/GaN単一量子井戸を成長した。単一量子井戸の成長圧力は0.5 atmとし、

成長温度は 690℃とした。井戸層と cap 層の成長時間はそれぞれ 2.5、5 分とし、井戸層における

アンモニア供給分圧を 0.19 atm で一定、In/(In+Ga)気相比を 76.4%、77.1%、78.5%と変化させた。

評価には 407 nmレーザ光散乱、走査型電子顕微鏡(SEM)、カソードルミネッセンス(CL)を用いた。 

[結果及び考察] Fig.1に成長過程における 407 nmレーザ光の散乱強度を示す。In/(In+Ga)気相比

が 76.4%の試料の 407 nmレーザ散乱は増加しないが、気相比を上げると InGaN成長中に散乱強度

が増加していることが分かる。Fig.2に In/(In+Ga)気相比が 76.4%(A)の試料と 77.1%(B)の試料の表

面 SEM 像を示す。表面 SEM 像から 77.1%(B)の試料では In 凝集が観測された。一方、76.4%(A)

で成長した試料には Inの凝集が観測されず平坦な成長が出来ていることが分かる。このことから

407 nmレーザ光散乱は In の凝集をその場で観測するのに有効であることが明らかとなった。Fig.3

に CLスペクトルを示す。CLスペクトルを見ると In凝集が観測された試料は、発光強度が 1/5程

度に減衰しており、In凝集の抑制が発光強度の増加に寄与していると考えられる。 
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Fig. 1 各 In気相比に対する 
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Fig. 3 各 In気相比に対する 
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Fig. 2 各 In気相比に 

対する SEM像 
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